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摘 要

氮化鎵(GaN)材料有很好的光電特性，已廣泛的應用於發光元件如藍、綠光發光二極體；有鑑於氮化鎵的寬能隙特性，是

非常適合製作高功率電子元件的材料，如場效電晶體(FET)和?極性異質接面電晶體(HBT)。 要製作特性優良的場效電晶體

，首要條件是閘極的漏電流要小。矽(Si)材料有品質很不錯的氧化物－二氧化矽(SiO2)，所以金氧半場效電晶體(MOSFET)

已廣泛的被採用；而砷化鎵(GaAs)材料由於沒有適合的氧化物，因此在閘極改採蕭特基接觸(Schottky contact)，雖然如此仍

可獲得不錯的元件特性。 本研究是利用氮化鎵材料來製作金半場效電晶體(MESFET)。以鈦/鋁(Ti/Al) 金屬作為汲極與源

極的歐姆接觸(ohmic contact)電極，鎳(Ni)金屬和氮化鎵形成蕭特基接觸(Schottky contact)作為閘極的電極。文中將對氮化鎵

金半場效電晶體的製作、量測與元件的I-V特性做詳細的說明與討論 。
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